
               НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СХЕМОТЕХНИКИ 

     И ИНТЕГРАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

РОССИЯ, БРЯНСК 
К1182КП4П
 

НТЦ СИТ 
 
 

ДИОДНЫЙ СИМИСТОР 
 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ___________ 

Микросхема К1182КП4П является высоко-
вольтной интегральной схемой, функционально 
аналогичной диодному симистору с фиксирован-
ным напряжением открывания. 

Одно из возможных применений ИС - комму-
тация тока через нити подогрева электролюминес-
центных ламп, последовательно включенных ди-
одному симистору и PTC-термистору, до момента 
зажигания лампы. 

ОСОБЕННОСТИ____________  

• Максимальный ток – 100 мА 
• Фиксированное напряжение открывания 

(от 10 В до 340 В с шагом 7.5 В по желанию потре-
бителя) 

• Малый разброс напряжения открывания   
(не более 10%) 

ТИПОНОМИНАЛЫ____________
К1182КП4П - напряжение открывания 165 В  
 

 

  
Корпус ТО-92 

 
Типономиналы: К1182КП4П  

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ________________________ 

Номер вывода Обозначение Назначение  вывода 

1 A Первый вывод симистора 
2 NC Не использовать 
3 B Второй вывод симистора 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМЫ _____________ 

 
 

 

 
 
 
 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (T = 25°C) _________________ 
 

Наименование параметра Букв. 
обозн. 

Норма  
не менее 

Тип. 
значен. 

Норма 
не более

Напряжение отпирания симистора, В 
К1182КП4П 

Us  
155 

 

 
165 

 

 
175 

 
Ток переключения, мA IS 5.0 7.0 10.0 
Ток удержания, мА 

К1182КП4П 
 

Ih  
5.0 

 

 
- 
 

 
15 
 

 Ток в закрытом состоянии, мкА 
К1182КП4П Vp2=140В 
 

Ib - -  
100 

 
Падение напряжения во включенном со-
стоянии, В (IF=1.0 А) 

UF - 3.5 4.0 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ И ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ _ 
Наименование параметра Буквенное

обозн. 
Норма 
не менее 

Норма 
не более 

Един. 
измер. 

Температура окружающей среды TА -40 85 °C 
Температура хранения Tstg -55 150 °C 
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СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ __________________ 

IF

VFVp1 Vp2

IH

Is 
IB

VS

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ КОРПУСА ТО-92  ________________ 

 


